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摘 要

由於太陽能源的收集和面積有著極大的關係，在固定的轉換效率之下，面積越大所能收集的能量將越大，而元件面積越大

，將電流導出的金屬線面積也就越大，所需的金屬材料就越多，進而所需的製造成本就相對提高。過去，在砷化鎵上常使

用的金屬材料為金，然而金為貴重金屬，價格昂貴，為降低砷化鎵系列太陽電池的製造成本，在本研究中，吾人嘗試以銀

、鋁、銅為主體材料在重摻雜的n-型砷化鎵上製作歐姆接觸電極，並探討其熱穩定性。 在重摻雜n-型砷化鎵上蒸鍍三種不

同的金屬組成，分別為Ni/Ag/Au、Ni/Al/Au與Ni/Cu/Au，將試片分成數批經歷不同的退火條件，接著利用傳輸線模

型(TLM)量測其金屬材料和半導體之間的接觸特徵電阻(ρc)，以X光繞射儀(XRD)探討金屬材料和半導體之間的界面相互擴

散情形。
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